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Resumen 
Películas delgadas de óxido de estaño (SnO2), fueron 
depositadas mediante la técnica de RPU. Las películas se 
prepararon empleando [(C5H8O2)2SnCl2], como material fuente, 
y N, N-DMF como solvente. Las películas se depositaron  
sobre substratos de vidrio a temperaturas de 400 a 550 ºC. El 
efecto de la adición de agua en paralelo durante el depósito fue  
estudiado en relación con las propiedades de las películas. Las 
películas obtenidas tienen una calidad óptica, estructural y 
eléctrica comparable a la que se obtiene usando otros métodos 
de depósito y otros materiales fuente. 
Introducción   
El SnO2 en forma de película ha sido preparado por varias 
técnicas entre las que se incluye Sputtering, RPU, CVD entre 
otros [1]. Se han utilizado diferentes compuestos precursores 
como (SnCl2), (SnCl4), SnMe4 y Sn(NMe2)4[2] En este trabajo 
reportamos la obtención de películas delgadas de SnO2, 
mediante la técnica de RPU, depositadas con y sin la adición de 
agua, utilizando un acetilacetonato como material fuente, que 
hasta donde nosotros sabemos, es la primera vez que se reporta 
la utilización de este tipo de precursor en el depósito  de 
películas de SnO2.. 
Procedimiento Experimental 
Las películas de SnO2 se depositaron mediante la técnica de 
RPU; técnica que ha sido usada con éxito para depositar 
películas delgadas [3], usando [(C5H8O2)2SnCl2] como 
precursor, disuelto en (N,N-DMF) [4], con 0.025 mol. Se 
hicieron varios experimentos previos, con otras molaridades, 
para encontrar la óptima que produjera SnO2 con propiedades 
parecidas a las mencionadas en la introducción. Los depósitos 
se hicieron sobre substratos de vidrio a temperaturas de 400, 
450, 500 y 550 °C. Un segundo reactor fue utilizado en 
paralelo para llevar a cabo depósitos con y sin la adición de 
agua deionizada. Como gas de arrastre se utilizó aire seco con 
un flujo de 7.5 l/min en la solución de estaño y 7.5 l/min en el 
aerosol de agua. En todos los depósitos el tiempo fue de 5 
minutos sobre substratos de vidrio. 
Resultados y Análisis 
El análisis estructural mediante difracción de rayos x mostró 
que en general, las películas depositadas a temperaturas 
menores a 450 °C, tienden a ser amorfas, mientras que las 
depositadas a temperaturas mayores a 500°C presentan picos 
propios de la fase tetragonal con estructura tipo rutilo y grupo 
espacial (P42/mnm). Sin embargo, en los difractogramas se 
puede apreciar que en las películas depositadas a bajas 
temperaturas, la adición de agua promueve la cristalinidad, 

pudiéndose observar la presencia de pequeños picos de 
difracción en el espectro de la película depositada a 400o C con 
la adición de agua. Este resultado concuerda con lo reportado 
por otros autores en películas de óxido de aluminio [5]. 
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Figura 1.  Difracción de rayos x para las películas de SnO2 
depositadas a las temperaturas de 400oC y 550 oC, con  y sin  la 
adición de agua. 
 
El adicionar un flujo de aerosol de agua durante el depósito 
reduce la resistividad y mejora las propiedades, tanto ópticas 
como estructurales de las películas. Las películas obtenidas son 
transparentes en la región del visible; con un band gap de entre 
3.82 eV y 4.07 eV. Presentan valores en el índice de refracción 
y en resistividad comparables a los obtenidos mediante otras 
técnicas de depósito y con otros materiales fuente. Las 
películas resultaron con rugosidades del orden de 37 Å RMS. 
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